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МнЭа2С4 монокристалында мцхтялиф температурларда ВАХ, σ(Т) вя ТДЪ тядгиг едилмишдир. Тялялярин характери мцяййян едилмиш, 

онларын йерляшмя дяринлийи вя консетрасийасы щесабланмышдыр. 
 
Магнит вя йарымкечириъи хассялярини юзцндя ъямляшдирян 

вя магнит йарымкечириъиляри  адланан АБ2Х4(А-Мн, Фе, 
Ъо, Ни; Б-Эа, Ин; Х-С, Се, Те) типли бирляшмяляр гейри-ади 
хцсусиййятляри сайясиндя эениш тядгигатларын обйектиня 
чеврилмишдир. [1-6]. Бу бирляшмяляр онлары ясасында лазерляр, 
ишыг модулйаторлары, фотодетекторлар вя магнит сащясиндя 
идаря олуна билян диэяр функсионал гурьуларын йарадылма-
сында перспективлидир. МнЭа2С4 бирляшмясинин мцхтялиф мо-
дификасийалары мювъуддур: ашаьы температурлу α-МнЭа2С4 
фазасы кристал гяфяс параметрляри а=12,746, б=22,609, 
ъ=6,394Å вя фяза групу Ъ2/ъ, з=12 олан моноклин гяфяся 
кристаллашыр, йухары температурлу β-МнЭа2С4 фазасы кристал 
гяфяс параметрляри а=12,90, б=745, ъ=6,13Å вя фяза групу 
ПнаЗ, олан ромбик група кристаллашыр [1-2; 7-8]. Щяр ики фа-
занын монокристалы кимйяви кючцрмя методу иля алынмыш-
дыр. Бундан башга МнЭа2С4 бирляшмясинин МнЭа2Се4 гу-
рулушуна аналожи олараг гяфяс параметрляри а=5,46, ъ=10,50Å, 
ъ/а=1,92 олан I4 фяза групуна кристаллашан йени фазасы алын-
мыш вя онун електрик вя оптик хассяляри тятгиг едилмишдир [9-10]. 

Бу ишдя Бриъмен методу иля алынмыш β-МнЭа2С4 моно-
кристалынын Волт ампер характеристикасы (ВАХ), електрик ке-
чириъилийинин температур асылылыьы (σ(Т)) вя термостимуллаш-
мыш деполйаризасийа ъяряйанлары (ТДЪ) тядгиг едилмишдир. 
Юлчмяляри апармаг цчцн контакт кими  нцмунянин сятщиня 
чякилмиш индиум- галиум яринтисиндян истифадя едилмишдир.  

 
 
Шякил 1. МнЭа2С4 монокристалында гаранлыгда мцхтялиф тем- 
             пературларда ВАХ:-Т.: 1-293; 2-308; 3-323; 4-338;  
             5-353; 6-373. 

Шякил 1-дя МнЭа2С4 монокристалынын мцхтялиф темпера-
турларда ВАХ- и верилмишдир. Бурадан ики област ашкара 
чыхарылмышдыр: 1) Ом ганунуна табе олан област (И-У) вя 2) 
И-У3/2 областы. Ашаьы эярэинликлярдя ВАХ-ын хятти областын-
да ъяряйанын эярэинликдян асылылыьы  
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кими олур [11]. Бурада У- нцмуняйя тятбиг олунан эярэин-
лик, н0- таразлыгда олан йцкдашыйыъыларын консентрасийасы, µ-
йцдашыйыъыларын йцрцклцйц, е- йцкдашыйыъыларын йцкц, Л-кон-
тактлар арасында мясафя, С-контактларын сащясидир. Йцкда-
шыйыъыларын консентрасийасы цчцн ∼1010см-3 гиймяти тапылмыш-
дыр. Температур йцксялдикъя гейри- хятти областа кечид эяр-
эинлийи азалыр. Бу ону эюстярир ки, МнЭа2С4 монокристалы 
гцввятли компенсасийа олунмуш йарымкечириъидир. И∼У3/2 
областында ися ъяряйанын кечмя механизминин инжексийа иля 
ялагядар олмасы фярз олунар [11]. 

 
Шякил 2. МнЭа2С4 монокристалы цчцн мцхтялиф сабит эярэинлик- 
             лярдя електрик кечириъилийинин температур асылылыьы: (У- 
            В): 1-40; 2-100; 3-180; 4-300. 
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Шякил 2- дя мцхтялиф сабит эярэинликлярдя електрик кечири-
ъилийинин температурдан асылылыг графики верилмишдир. Дцз 
хятлярин мейлляри демяк олар ки, бир-бириндян о гядяр дя 
фярглянмир. лэσ∼ 103/Т асылылыг яйрисиндян йцкдашыйыъыларын 
активасийа енержиси щесабланмышдыр вя Е=0,28±0,2 еВ-а бя-
рабярдир.  

 
Шякил 3. а) 300В полйаризасийа эярэинлийиндя ТДЪ яйриси. 
             б) 300В полйаризасийа эярэинлийиндя ТДЪ ъяряйан  
                  пикинин башланьыъ щиссясинин температурдан асылылыьы. 

 
Шякил 3а- да МнЭа2С4 монокристалы цчцн 300В 

полйаризасийа эярэинлийиндя ТДЪ яйриси верилмишдир. ТДЪ 
спектриндя температур максимуму 338К олан пик 
мцшащидя едилмишдир. ТДЪ яйрисинин тящлили цчцн йапышма 
сявиййяляринин типини билмяк лазымдыр. Бунун цчцн «δ» 

кямиййятиндян истифадя олунур вя «δ» ашаьыдакы ифадядян 
тапылыр:  
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Бурада ТМ- ТДЪ- нин максимумуна уйьун темпера-
турдур, Т1 вя Т2- ТДЪ- нин максимум интенсивлийинин 
йарысына уйьун ашаьы вя йухары температурлардыр. ТДЪ 
максимумунун формасынын тящлили эюстярир ки, МнЭа2С4 
монокристалы цчцн мцшащдя едилян максимумда  
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шярти юдянилир [12]. Бу шяртин юдянилмяси сцрятли йанышма 
сявиййяляринин мювъудлуьуну эюстярир.  

Шякил 3б- дя МнЭа2С4 монокристалы цчцн ТДЪ ъяряйан 
пикинин башланьыъ щиссясинин температурдан асылылыг яйриси 
И∼ 103/Т мигйасында эюстярилмишдир. Бу яйридян тялялярин 

активляшмя енержиси щесабланмышдыр вя Е=0,28 еВ [ ]13 .  

Эюрцндцйц кими бу енержи сявиййяси σ(Т)-дян дя 
тапылмышдыр. Бу ону эюстярир ки, електрик кечириъилийи вя 
термостимуллашмыш деполйаризасийа ъяряйанлары ейни 
сявиййя иля баьлыдыр.  

Беляликля, МнЭа2С4 монокристалында мцхтялиф 
температурларда ВАХ, σ(Т) вя ТДЪ тядгиг едилмишдир. 
Тялялярн характери мцяййян едилмиш, онларын йерляшмя 
дяринлийи вя консентрасийасы щесабланмышдыр. 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МОНОКРИСТАЛЛОВ МнЭа2С4  

 
Исследованы вольтамперные характеристики ВАХ, электропроводность σ(Т) и токи термостимулированной деполяризации 

(ТСД) для кристаллов МнЭа2С4 при различных температурах. Найден характер ловушек, определена их глубина залегания и 
концентрация. 
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ELECTRICAL PROPERTIES Of  МнЭа2С4 SINGLE CRYSTALS 

 
Volt-ampere characteristics VAC, electric conduction σ(Т) and thermostimulated depolarization (TSD) currents for МнЭа2С4  crystals at 

different temperatures are investigated. Trap character is found and its  occurrence depths and concentration are obtained.  
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